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摘要 

本次出國主要參加在日本北海道札幌市舉辦的環球學術集群北海道國際冬季會議 

(Universal Academic Cluster International Winter Conference in Hokkaido)，並發表論文：

具有及無摻雜通道之鋁氮化鎵 /氮化鎵高電子遷移率電晶體的比較(Comparison of 

AlGaN/GaN high electron mobility transistors with and without doping-channel layers)。此

會議是在日本北海道舉辦的國際專業研討會，本人所發表論文主要探討奈米半導體元件

之技術，參與人員皆來自各方菁英。與會期間除了論文展示時間在場解說外，也積極到

各場次聆聽演講、交流資訊，此對於本實驗室對外發展與未來研究具正面意義。 
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1. 目的 

本人此次赴日本札幌市出席環球學術集群北海道國際冬季會議，並發表論文：具有

及 無 摻 雜 通 道 之 鋁 氮 化 鎵 / 氮 化 鎵 高 電 子 遷 移 率 電 晶 體 的 比 較 (Comparison of 

AlGaN/GaN high electron mobility transistors with and without doping-channel layers)。出

席該國際學術會議的主要目的為論文發表，分享研究成果，並與國內外相關研究領域的

學者意見交流。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舉辦地點-北海道大學旁之札幌公務員受驗學院大樓內 
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2. 參加會議過程 

此次會議本人於 105 年 2 月 20 日由高雄搭機直飛日本札幌。2 月 22 日前往會場報

到，領取名牌、會議資料等。2 月 23 日發表研究論文。會議期間根據會議資料，選取

相關領域的報告會議參與。會議期間至北海道大學參觀。最後於 2 月 24 日回國。 

本次國際會議由環球學術集群(Universal Academic Cluster)主辦。本次會議地點於北海道

大學旁之札幌公務員受驗學院大樓內舉行。此次會議約有40餘篇論文發表，其會議論文

品質及原創性極高。本人發表一篇論文，屬於科學與技術(Science and Technology)領域，

並與參與學者交換研究心得。所發表論文主題為：Comparison of AlGaN/GaN high 

electron mobility transistors with and without doping-channel layers。對於此篇論文，主要

是在 鋁氮化鎵/氮化鎵異質接面加入一20奈米 n型濃度為 4 x 1017cm-3的氮化鎵層，已

和較傳未具有該層之元件相比較。我們的結果顯示，n型氮化鎵層的元件具有較高的電

子濃度，然而其最大電流密度與轉導值卻皆降低。此是因這n型氮化鎵有高的雜質散射，

而造成鋁氮化鎵/氮化鎵異質接面之電子遷移率降低。會議中與會學者對本人發表之論

文深感興趣，特別是韓國學者，且針對高電子遷移率電晶體特性提供多項寶貴意見。 
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參觀北海道大學 

 

3. 心得及建議 

 
(1) 所參與之領域中，學者們對於高電子遷移率電晶體元件與半導體材料方面有優異之

研究成果，且展示其研究方法及過程。 

(2) 與會過程中有兩篇關於發光電化學電池(Light-Emitting Electrochemical Cells)與深藍

電激光(Deep blue electroluminescence)之論文發表，本人對於其利用光敏材料(如

phenanthroimidazole)衍生物與離子分子達到發光效果，而該論文對於發光機制與製

造方法探討詳盡。而此雖與吾人最近製作的半導體發光二極體結構與機制不同，此

可以增進元件發展方向與應用範疇。 

(3) 對於主辦單位熱情接待及與會學者熱烈討論印象深刻。 

(4) 本國應多舉辦半導體元件與材料相關之國際學術會議，使各國學者對我國之研究環

境及成果有深刻認識，並可提升我國研究之質與量。 
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4. 攜回資料                

 

 

 

 

 

研討會資料 
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發表之論文 


